
Verwendung: Silizium-npn-| 

—> — 

Planor- «Epitaxie- 
Niederfrequenz-Transistor für Vor- und Trei- 
berstufen bei 
von 40 °C bis +125°C 

Abmessungen: Bauform B 3/25a, TGL._11 811 

Masse = 19 

Zulässige Höchstwerte bis #ymax 

Ucso = V Pıot = 25W 
Ucto = 20 V beiöc= 25 %C 
UeBo = 5V I = 175 °C 
c - 20 mA da = 125 °C 
Piot — 600 MW grd 

bei da = 25 °C Wöärmewiderstand Rın < 250 

Kennwerte für 00 = 25°C =5 grd Rin S “‘$f 

Min. Typ | Max. | Meßbedingungen ‘v-flflrh-.n- 
| g'uppen 

Restströme 

Icso |25nA ' Ucs = 15 V 

ü-dnhvdnnw 

U(er)cso 30 V | Ic= 5uA | 
U(er)ceo| 20 V | Ic = 50 mA 
U(er)eao 5V | |Ie = 5 pA | 

Stromverstärkung 

hzte 18 | 85 Uce = 8 V, Ic = 2 mA, a 
hete 29 L | 70 f= 1 kHz b 
hzte 57 |139 | c 
ha1e 113 | 276 d 
hzie 226 |MD | e 

Ubergangsfrequenz 

fr | 60 MHz | I UcE = 10 V, Ic = 10 mA, | 
| IL | f = 15 MHz 

Rauschfaktor 

F | |8dB |Uce = 6 V, Ic = 0,2 mA, 
f= 1 kHz, Ry = 500 Q 

Transistor SC 111
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